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Микросхема І(157УД2

ЭТИБЕТКА
Полупроводниковая интегральная микросхема К157УД2 

двухканальный операционный усилитель н ,пластмассовом
корпусе, предназначена для работы внсамнх различных узлах
низкочастотной РЭА, особенно в стереофонической бытовой и

студийной аппаратуре записи и воспроизведения звука.
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Масса не более 1.1 г.



Тцілпн І
Назначение выводов

Обозначение
ВН 50118 ' Наименование вывода
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Коррекция 1 канала

Вход ненавертирующий 1 канала

Вхпд инвертнруюшаа 1 канала

Питание  Пнд

Вход ннвертирующва 2 канала

Вход неинвертирующий 2 канала

Коррекция 2 канала

Коррвкция__:2 канала

Выход 2 канала
==»»«_

Питание +Ып.1

Выход І канала

Коррекция І канала



У ` ` Іяодпн І
` Основные электрические пцраметрн

(при температуре (25Ф10)°С)

› Наименование параметра, Буквешюр _і&2›Ёі_7
единица намерения, Соозвдченйірежнд ишереддя но иенен не (шее

\
\ І

Коэффициент усиления напряжения .\(при ї=050 ГЦ) КУД31 50000 
Козф ициент усиления иапряагвия
(при ф:=2оооо гы) ' Ь Ку.\.ь зоо зоо

Максимальное выходное 1ипряже› ШїНХ,тдХ ±13 
ние, В

Напряжение смещения нуля, кВ Ысм ~  ±5
Входной ток, МА [их И 500

Разность входных токвнг ЦА Ё ±.~т;А1пі›Ѕі*"**›`  7 350

[ок потреоления, «мА Хпот›  7

Ток короткого замыкания. пА Ік,з.  45

Коэффициент ослабления синфазных
входных напряжений, дБ
[при І<50 Гц) _ КИС, СФ 73 ...

Частота среза, МП; їсрз І _.

Максимальная скорость нарастания,
выходного напряжения, Вшкс
(при і=500010600 Гц) \'\,ївь1х 0,8 _.

Коэффициент взаимного пронахєь _;
ния. дБ Кв.п  ` 80

при :'==НЮ0 Гц,

Прнмгчпние. Нормы параметров приведены при напряжениях питании?
Шп.1=+15 В, ип,2=›~~15 В. /І ~~ частота сигнала. '

1. | *



Содержание драгоценных мгтплои в одноі микросхеме: воин
> как ` _<› 

втон чище

волото 3,088105г/нм на 5 выводах (З, 4, 10, ІІ. 12)

Цветных металлов ив содержится › .~›. _. __.,,_~.,'
11:';;;_ . ,\3'Ґ›!$

Сведения н нриемкд'_*`› Ёп ~. _'~':д`:_\д

_1Ёикросхема КІБТУД2 соответствует техническим›ус1ЁвЪин `бК0.З4В.4[2`

Сопронодитєўїувднїдлист Ме
тп

4 Ґ ":
~ 'Ц “'\( Дата

Место для  `_"'~\! І
штампа ОТК ›`_щ/

Указания пп эксплуатации
І› Указания по эксплуатации микросхем  по ГОСТ 1872583. Р~ежи~

мы и условия монтажа микросхем в аппаратуре в соответствии с требова
ниями ОСТ ІІ 073.063.84 для корпусов типа 2 по ГОСТ 1746779.

2. Микросхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом груп
повой _пайки или паяльниюом. '

3. П И монтаже микросхем допускается обжоше выводов до размера
(7,5+0,5ї› мм и подрезка выводов микросхемы при условнисбеодочения
величины выступиющен части вывода над поверхностью печатпоІ`платн` ""'
в местах пайки не менее 0,5 мм.

При этом необходимо обеспечить отсутствие сколов материала, п
рушеиия покрытия и конструкции выводов микросхем за исключением
мест пзгиоа, выполненных радиусом 0,3 мм.

4. Паику выводов микросхем необходимо проводить, п именяя флюс
состоящий из 2585% каиифоли ГОСТ 1911384 и 75ЅЁЧ, по насос
этилового спирта ГОСТ 1830072 и припой ПОС61 ГОСТ 2193176.

5. Запрещается подводить какиелибо электрические сигналы к выво
дам микросхем, не используемым согласно электрической схеме.

6. В случае проверки параметров устанавливать микросхемы в кои
тяктные приспособления необходимо при отсутствии питающих вапря~
жений ила выводах контактного устройства.

74 Монтаж и демонтаж микросхем осуществляют только при отклю
чснных источниках питания.

8. В процессе эксплуатации микросхем необходимо принимать меры
защиты их от воздействия статического заряда. Требования и методы за~
щиты от статического электричества должны проводиться согласно ОСТ ІІ
073.062~84 «Микросхемы интегральные и приборы полупроводниковые. Тре
бования и методы защиты от статического электричества в условиях про
изводства и применения».

допустимое значение стптичоскогп потенциала 100 В.

Звм. ІІ15


